
(19)대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。Int. Cl.

     G02F 1/136 (2006.01)

(45) 공고일자

(11) 등록번호

(24) 등록일자

2006년07월10일

10-0597341

2006년06월29일

(21) 출원번호 10-2000-0061069 (65) 공개번호 10-2001-0040108

(22) 출원일자 2000년10월17일 (43) 공개일자 2001년05월15일

(30) 우선권주장 99-310409 1999년10월29일 일본(JP)

(73) 특허권자 샤프 가부시키가이샤

일본 오사까후 오사까시 아베노꾸 나가이께쪼 22방 22고

(72) 발명자 장홍용

일본국가나가와켄가와사끼시나가하라구가미고다나까4-1-1후지쯔가부

시끼가이샤내

나가히로요시오

일본국가나가와켄가와사끼시나가하라구가미고다나까4-1-1후지쯔가부

시끼가이샤내

(74) 대리인 문두현

문기상

심사관 : 박남현

(54) 박막트랜지스터, 액정표시장치 및 그의 제조방법

요약

본 발명은 유리기판 상에 TFT를 형성할 때, TFT 내부에 발생하는 대전을 제거하여, TFT의 정전 파괴를 회피하는 것을

과제로 한다.

본 발명은 TFT를 구성하는 폴리실리콘 패턴에 TFT의 소스 영역과 드레인 영역을 단락하는 단락 패턴을 추가하고, 상기

단락 패턴을 상기 소스 영역 또는 드레인 영역으로의 배선의 형성과 동시에, 또는 배선이 형성된 후에 제거한다.

대표도
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 액정표시장치를 나타낸 개관도.

도 2는 종래의 액정표시장치의 구성을 나타낸 단면도.

도 3은 도 1의 액정표시장치의 일부를 확대하여 나타낸 도면.

도 4는 도 3의 TFT 기판에서의 종래의 대전(帶電) 방지 구성을 나타낸 도면.

도 5의 a∼c는 도 3의 TFT 기판에서의 다른 대전 방지 구성을 나타낸 도면.

도 6의 a 및 b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 TFT의 제조 공정을 나타낸 도면.

도 7의 a 및 b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 TFT-CMOS 회로의 구성을 나타낸 도면.

도 8의 a∼g는 도 7의 TFT-CMOS 회로의 제조 공정을 나타낸 제 1 도면.

도 9의 h∼k는 도 7의 TFT-CMOS 회로의 제조 공정을 나타낸 제 2 도면.

도 10은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 액정표시장치의 화소 TFT의 구성을 나타낸 도면.

도 11의 a∼d는 도 10의 화소 TFT를 포함하는 액정표시장치의 제조 공정을 나타낸 제 1 도면.

도 12의 e∼g는 도 10의 화소 TFT를 포함하는 액정표시장치의 제조 공정을 나타낸 제 2 도면.

도 13의 a∼c는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 화소 TFT를 포함하는 액정표시장치의 제조 공정을 나타낸 도면.

도 14는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 화소 TFT의 구성을 나타낸 도면.

도 15는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 액정표시장치의 주변회로의 구성을 나타낸 도면.

도 16은 도 15의 구성의 일부를 상세하게 나타낸 도면.

도 17은 도 16의 구성의 일부를 상세하게 나타낸 도면.

도 18은 도 16의 구성의 일부를 상세하게 나타낸 도면.

도 19는 도 16의 구성의 일부를 상세하게 나타낸 도면.

도 20은 도 15의 액정표시장치의 일부를 상세하게 나타낸 도면.

도 21은 도 15의 액정표시장치의 일부를 상세하게 나타낸 도면.

도 22는 본 발명의 제 7 실시예에 따른 액정표시장치의 구성을 나타낸 도면.

도 23은 도 22의 실시예의 원리를 설명하는 도면.

도 24는 도 22의 구성의 일례를 나타낸 도면.

도 25는 본 발명의 제 7 실시예에 따른 저항값의 최적화를 나타낸 도면.
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도 26은 본 발명의 제 8 실시예를 나타낸 도면.

도 27의 a 및 b는 본 발명의 제 9 실시예를 나타낸 도면.

도 28의 a 및 b는 본 발명의 제 9 실시예를 나타낸 다른 도면.

도 29의 a 및 b는 본 발명의 제 10 실시예를 나타낸 도면.

도 30은 본 발명의 또 다른 실시예를 나타낸 도면.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1 : 액정층 1A : TFT 기판

(1A)1∼(1A)10 : 영역 1AI : 층간절연막

1AL : 편광판 1B : 대향기판

1BI : 평탄화막 1BM : 차광막

1C : 실링 1CF : 컬러필터

1c : 인출단자 1ITO : 화소전극

1MO : 분자배향막 10 : 유리기판

11 : 화소 TFT 11C : 폴리실리콘 채널 영역

11D : 폴리실리콘 드레인 영역 11S : 폴리실리콘 소스 영역

11R : 폴리실리콘 단락(短絡) 패턴

11R1, 11R2 : 폴리실리콘 패턴 연장부

12 : 신호전극 121 : 시프트 레지스터 회로

122 : 버퍼 회로 123 : 외부부착 선택회로

124 : TFT-CMOS 아날로그 스위치 회로 12A, 12A1∼12A3, 13A : 접속단자

12B : 신호측 주변회로 12D : 드레인 전극

12d : 드레인측 콘택트 홀 12G : 게이트 전극

12g : 게이트 콘택트 홀 12S : 소스 전극

12s : 소스측 콘택트 홀 13 : 주사전극

131 : 쌍방향 스위치 회로 132 : 시프트 레지스터 회로

133 : 멀티플렉서 회로 134 : 출력 버퍼 회로
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13B : 주사측 주변회로 13R : 단락 패턴 분단영역

13S : 단자 단락 패턴 14 : 화소전극

15S : 주변부 단락 링 16 : 시험 패드

20 : 유리기판 21, 41, 61 : 폴리실리콘 패턴

21NC : n형 TFT 채널 영역 21ND : n형 드레인 영역

21NS : n형 소스 영역 21PC : p형 TFT 채널 영역

21PD : p형 드레인 영역 21PS : p형 소스 영역

21S : 폴리실리콘 단락 패턴

21S1, 21S2 : 폴리실리콘 패턴 연장부

22 : Al 전극

22G, 22NG, 22PG, 43G, 63G : 게이트 전극

23G : 게이트 콘택트 홀

23ND : n형 드레인 콘택트 홀 23NS : n형 소스 콘택트 홀

23PD : p형 드레인 콘택트 홀 23PS : p형 소스 콘택트 홀

23S : 개구부 24, 45 : 도전막

24D : 드레인 전극 24G, 45G, 65G : 게이트 배선 패턴

24NS : n형 소스 전극 24PS : p형 소스 전극

31 : 주변회로 TFT 40 : TFT 기판

41D, 61D : 폴리실리콘 드레인 영역 41S, 61S : 폴리실리콘 소스 영역

41SC : 폴리실리콘 단락 패턴 43G, 63G : 게이트 산화막

44D, 44G, 44S, 64D, 64G, 64S : 콘택트 홀

45D, 65D : 드레인 영역 45S, 65S : 소스 영역

44A, 46A : 개구부 47 : 투명 화소전극

48 : 분자배향막 210 : 비정질 Si막

210p : 폴리실리콘막 212, 212G : 게이트 절연막

발명의 상세한 설명
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발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 일반적으로 액정표시장치에 관한 것으로, 특히, 박막트랜지스터를 갖는 액티브 매트릭스 구동방식의 액정표시

장치 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

액정표시장치는 종래로부터 낮은 소비전력에 의해 소형의 정보 표시 장치로서, 이른바 노트북형 퍼스널 컴퓨터와 같은 휴

대형 정보 처리 장치에 널리 사용되고 있다.

한편, 액정표시장치의 용도는 이러한 휴대형 정보 처리 장치에 한정되는 것이 아니라, 오늘날에는 이른바 데스크 탑

(desk-top)형의 정보 처리 장치에서도 종래의 CRT 표시장치를 치환하도록 되어 있다. 또한, 액정표시장치는 이른바 하이

비젼(HDTV)의 표시장치로서도 유망하며, 특히, 투사형 HDTV 표시장치로의 응용이 연구되고 있다.

이것들 고성능 대면적 액정표시장치의 경우, 종래의 단순 매트릭스 구동방식을 사용한 것에서는 응답 속도 또는 콘트라스

트 비율, 색의 순도(純度) 등의 점에서 필요한 수단을 만족시킬 수 없기 때문에, 각각의 화소를 대응하는 박막트랜지스터

(TFT)에 의해 구동시키는 액티브 매트릭스 구동방식이 사용되고 있다. 액티브 매트릭스 구동방식의 액정표시장치에서는,

종래로부터 TFT의 활성영역에 비정질 실리콘을 사용한 비정질 실리콘 액정표시장치가 사용되고 있으나, 비정질 실리콘

은 전자 이동도가 작고, 상기 고성능 액정표시장치에서 요구되는 수단을 만족시킬 수 없다. 따라서, 이것들 고성능 액정표

시장치에서는 TFT로서 폴리실리콘 TFT를 사용하는 것이 바람직하다.

도 1은 종래의 액티브 매트릭스 구동형 액정표시장치의 개략적인 구성을 나타낸다.

도 1을 참조하면, 액정표시장치는 다수의 TFT 및 이것과 함께 작용하는 투명 화소전극을 유지하는 TFT 유리기판(1A)과,

상기 TFT 기판(1A) 상에 형성된 대향 유리기판(1B)으로 이루어지고, 기판(1A)과 기판(1B) 사이에는 액정층(1)이 밀봉부

재(1C)에 의해 봉입(封入)되어 있다. 도시한 액정표시장치에서는, 상기 투명 화소전극을 대응하는 TFT를 통하여 선택적

으로 구동시킴으로써, 액정층 중에서 상기 선택된 화소전극에 대응하여 액정분자의 배향을 선택적으로 변화시킨다. 또한,

상기 유리기판(1A, 1B)의 외측에는 각각 편광판(도시 생략)이 직교 니콜(Nicol) 상태로 설치되어 있다. 또한, 유리기판

(1A, 1B)의 내측에는 상기 액정층(1)에 접하도록 분자배향막(도시 생략)이 형성되어, 액정 분자의 배향 방향을 규제한다.

도 2는 도 1의 액정표시장치의 단면을 나타낸다.

도 2를 참조하면, 상기 TFT 유리기판(1A) 상에는 다수의 화소 TFT(l1) 및 이것을 구동시키는 주변회로(1PR)가 형성되어

있으며, 접속단자 내지 패드 전극(1c)이 실(1C)의 외측에 형성되어 있다. 상기 주변회로(1PR)도 TFT로 구성되어 있으며,

상기 TFT 유리기판(1A) 상에는 상기 실(1C)에 의해 둘러싸인 영역 내에서 상기 주변회로(1PR) 및 화소 TFT(11)를 덮도

록 층간절연막(1AI)이 형성되어 있다. 상기 층간절연막(1AI) 상에는 상기 화소 TFT(11)의 각각에 콘택트하도록 다수의 화

소전극(14)이 형성되어 있으며, 상기 화소전극을 덮도록 상기 층간절연막(1AI) 상에는 분자배향막(1MO)이 상기 봉입된 액

정층(1)에 접하도록 형성된다.

또한, 상기 대향 유리기판(1B) 상에는 상기 화소전극(14)에 대응하여 다수의 컬러필터 패턴(1CF)이 형성되어 있으며, 상기

컬러필터 패턴(1CF) 사이의 부분에는 차광 패턴(1BM)이 형성되어 있다. 또한, 상기 대향 유리기판(1B) 상에는 상기 컬러필

터(1CF) 및 차광 패턴(1BM)을 덮도록 평탄화 절연막(1BI)이 형성되고, 상기 평탄화 절연막(1BI) 상에는 일정하게 대향 투

명전극(1ITO)이 형성되어 있다. 또한, 상기 대향 투명전극(1ITO)은 다른 분자배향막(1MO)에 의해 덮이고, 상기 다른 분자배

향막(1MO)이 상기 액정층(1)에 접한다. 상기 TFT 기판(1A) 상의 분자배향막(1MO)과 상기 대향기판(1B) 상의 분자배향막

(1MO)은 상기 액정층(1) 중의 액정 분자의 배향 방향을 규제한다.

또한, 상기 TFT 유리기판(1A)의 하면에는 제 1 편광 필터막(1PL)이, 상기 대향 유리기판(1B)의 상면에는 제 2 편광 필터

막(1AL)이 편광축의 방향이 서로 직교하는 것과 같은 관계로 형성되어 있다.
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도 3은 상기 TFT 유리기판(1A)의 일부를 확대하여 나타낸다.

도 3을 참조하면, 상기 유리기판(1A) 상에는 주사 신호가 공급되는 다수의 패드 전극(13A) 및 이것으로부터 연장되는 다

수의 주사전극(13)과, 비디오 신호가 공급되는 다수의 패드 전극(12A) 및 이것으로부터 연장되는 다수의 신호전극(12)이

주사전극(13)의 연장방향과 신호전극(12)의 연장방향이 대략 직교하도록 형성되어 있고, 상기 주사전극(13)과 상기 신호

전극(12)과의 교점에는 상기 TFT(11)가 형성되어 있다. 또한, 상기 기판(1A) 상에는 각각의 TFT(11)에 대응하여 상술한

투명 화소전극(14)이 형성되어 있고, 각각의 TFT(11)는 대응하는 주사전극(13) 상의 주사 신호에 의해 선택되어, 대응하

는 신호전극(12) 상의 비디오 신호에 의해 함께 작용하는 투명 화소전극(14)을 구동시킨다. 도 3에서는 상기 패드 전극

(12A, 13A)이 도 2의 패드 전극(1c)에 대응한다.

그런데, 이러한 절연성의 유리기판에는 TFT의 제조 공정 시에 다양한 원인에 의해 정전기가 발생하는 경우가 있다. 예를

들어, 상기 기판을 다양한 가공장치나 반송장치, 지그(jig), 기판 홀더 등에 장착하거나 떼어낸 경우, 외부로부터 기판에 정

전기가 침입하는 경우가 있다. 또한, 상기 기판 상에서 TFT를 제조할 때에 사용되는 다양한 플라즈마 공정, 예를 들어, 플

라즈마 CVD 공정, 스퍼터링 공정, RIE 공정에 기인하여, 기판 내부에서 정전기가 축적되는 경우가 있다. 이러한 플라즈마

공정에서는, 기판 상의 도체 패턴 또는 확산 영역이 안테나로서 작용하나, 그때의 안테나의 실효적인 면적의 차이에 의해

기판 상에 전위차가 야기된다. 기판 자체는 절연성이기 때문에, 이와 같이 하여 야기된 전위차는 해소되지 않고, TFT에 회

복불가능한 영구적 파괴, 부분적으로 회복 가능한 반영구적 파괴, 역치 전압의 변동에 의한 폭주나 이동도의 저하에 의한

특성 열화(劣化), 잠재적 결함에 기인하는 장기신뢰성의 저하 등이 야기된다. 그 결과, 액정표시장치의 제조수율이 저하하

게 된다.

이러한 문제점을 회피하기 위해, 종래로부터 복수의 패널 영역을 포함하는 공통 유리기판 상에 각각의 패널 영역을 둘러싸

도록 주변부 단락 링을 형성하고, 상기 패널 영역 중의 TFT를 상기 주변부 단락 링에 접속함으로써, 기판 상에서의 전하의

축적을 해소하는 것이 실행되고 있다.

도 4는 각각의 패널 영역에 주변부 단락 링을 형성한 공통 유리기판(100)의 예를 나타낸다. 다만, 도 4 중에서 상술한 부분

에는 동일한 참조부호를 첨부하여, 설명을 생략한다.

도 4를 참조하면, 상기 공통 유리기판(100) 상에는 점선으로 나타낸 스크라이브(scribe) 라인(SL)을 포함하는 스크라이브

영역에 의해 획성(劃成)된 복수의 패널 영역(100A)이 형성되어 있고, 상기 패널 영역(100A) 중에는 도 2에 나타낸 TFT

(11)로 이루어진 TFT 어레이가 형성되어 있다. 상기 패널 영역(100A) 중에는 상기 TFT 어레이와 함께 작용하여 주사전

극(13)의 하나를 선택하는 주사측 주변회로(13B)와, 상기 TFT 어레이와 함께 작용하여 신호전극(12)의 하나를 선택하는

신호측 주변회로(12B)가 형성되어 있다. 상기 주사측 주변회로(13B) 및 신호측 주변회로(12B)는 도 2에서 상술한 주변회

로(1PR)에 대응한다.

또한, 상기 패널 영역(100A) 중에는 상기 TFT 어레이 및 이것과 함께 작용하는 상기 주변회로(12B, 13B)를 둘러싸도록

상기 스크라이브 영역에 따라 주변부 단락 링(15S)이 형성되고, 상기 TFT 어레이 중의 각각의 신호전극(12) 및 주사전극

(13)은 상기 단락 링(15S)에 접속되어 있다. 또한, 상기 패널 영역의 외주부에 따라 형성된다. 상기 패드 전극(13A, 12A)

(도시 생략)도 단자 쇼트 바(13S)를 통하여 상기 주변부 단락 링(15S)에 전기적으로 접속되어 있다.

이러한 구성에 의해, 상기 표시영역 중에 발생하는 정전기는 상기 신호전극(12) 및 주사전극(13)을 통하여, 또한, 상기 쇼

트 바(13S)를 통하여 상기 주변부 단락 링(15S)으로부터 벗어나고, 상기 표시영역 중에 형성되는 소자에 정전 파괴가 생기

는 것이 회피된다. 이러한 주변부 단락 링(15S)은 상기 공통 유리기판을 각각의 표시 패널에 상기 스크라이브 영역을 절단

함으로써 분할할 때, 제거된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

한편, 도 4에 나타낸 종래의 구성에서는, 액정 셀을 구동시키는 화소전극(14) 또는 이것에 병렬로 삽입되는 축적용량(C)은

상기 주변부 단락 링(15S)에 대하여 TFT(11)를 통하여 접속되기 때문에, 액정 패널의 제조 공정에서 상기 화소전극(14)

또는 축적용량(C)에 대전이 발생한 경우에는, 상기 주변부 단락 링(15S)을 설치하고 있어도 TFT(11)의 정전 파괴를 효과

적으로 억제할 수 없다. 이것과 동일하게, TFT 내부에 정전기가 발생한 경우에도, 상기 단락 링(15S)에서는 대전을 해소

할 수 없다.
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그런데, 이러한 종래의 액정표시장치의 제조 공정에서는, 도 5a에 나타낸 바와 같이 각각의 콘택트 패드(12A, 13A)와 대

응하는 주변회로(12B, 13B) 사이에 시험용 단자(16)를 설치하고, 제조 공정 중의 표시 패널에 대하여 다양한 전기적 검사

가 실행된다. 그때, 상기 콘택트 패드(12A, 13A)는 상술한 바와 같이 상기 단락 링(15S)에 접속되어 있기 때문에, 상기 전

기적 검사가 가능한 것과 같이, 상기 콘택트 패드(12A, 13A)와 상기 단락 링(15S) 사이에는 저항(r0)이 삽입되어 있다.

종래, 상기 저항(r0)은 프로세스에 기인하는 변동을 제외하면 실질적으로 일정한 저항값, 예를 들어, 100㏀을 갖도록 형성

되어 있으며, 예를 들어, 도 5b에 나타낸 바와 같이 상기 콘택트 패드(13A)에는 클록 T1, +전원전압 T2, -전원전압 T3 등

이 공급되고, 이것들 신호 또는 전원전압은 상기 주변회로(13B)를 구성하는 CMOS 인버터 회로에 다시 공급된다. 콘택트

패드(12A) 및 주변회로(12B)에 대해서도 동일한 구성이 마련된다.

도 5c는 이러한 콘택트 패드(12A) 및 주변회로(12B), 주변부 단락 링(15S)을 포함하는 부분의 등가회로도를 나타낸다.

도 5c를 참조하면, 상기 CMOS 인버터 회로는 큰 입력 임피던스를 갖기 때문에, 상기 클록 T1이 입력되는 콘택트 패드

(13A)의 임피던스(rin)는 상기 저항(r0 )보다도 훨씬 커지는(rin ≥r0) 것에 대하여, 상기 +전원전압이 공급되는 콘택트 패

드(13A)와 상기 -전원전압이 공급되는 콘택트 패드(13A) 사이의 임피던스(R)는 상기 CMOS 인버터 회로의 내부저항을

rin으로 하여, 상기 저항(r0)과 (r0 +r in)의 병렬접속에 대응하여

R = r0 ×(r0 +rin) / [r0 +(r0 +rin)]

으로 주어진다. 이러한 경우, 상기 내부저항(rin)의 값은 r0보다도 작으며, rin의 값은 콘택트 패드(13A)마다 상이할 가능성

이 있다. 이것은, 상기 콘택트 패드(13A)와 주변부 단락 링(15S) 사이의 외관의 저항값이 콘택트 패드(13A)마다 변화할

가능성이 있음을 의미한다. 한편, 이와 같이 상기 저항(R)의 값이 콘택트 패드(13A)마다 변화한 경우, 상기 클록이 공급되

는 콘택트 패드(13A), 상기 +전원이 공급되는 콘택트 패드(13A), 상기 -전원이 공급되는 콘택트 패드(13A) 사이에 큰 전

위차가 생길 가능성이 있고, 이러한 큰 전위차에 의해 상기 CM0S 인버터 회로를 구성하는 M0S 트랜지스터가 정전 파괴

될 실질적인 위험이 존재한다.

그래서, 본 발명은 상기의 과제를 해결한 신규의 유용한 액정표시장치 및 그의 제조방법을 제공하는 것을 개괄적 과제로

한다.

본 발명의 보다 구체적인 과제는, 주변부 단락 링을 사용하여 행하는 액티브 매트릭스형 액정표시장치의 제조 공정 중에

서, 유리기판 상의 TFT 내부에 발생하는 대전에 의해 상기 TFT에 생기는 정전 파괴의 문제를 해소할 수 있는 액정표시장

치의 제조방법 및 이러한 액정표시장치를 제공함에 있다.

본 발명의 다른 과제는, 주변부 단락 링을 사용하여 행하는 액티브 매트릭스형 액정표시장치의 제조 공정 중에서, 화소전

극 형상, 배선 면적, 회로 구성 등의 접속 상태에 기인하여 유리기판 상의 TFT 사이에 생기는 전위차를 해소할 수 있고, 신

뢰성이 향상된 액정표시장치의 제조방법 및 이러한 액정표시장치를 제공함에 있다.

본 발명의 또 다른 과제는, 정전기에 의한 TFT의 역치 변동을 해소한 CMOS 회로를 구비한 액정표시장치를 제공함에 있

다.

또한, 본 발명의 과제는, TFT 회로를 주변부 단락 링에 저항을 개입시켜 접속하여 행하는 액티브 매트릭스형 액정표시장

치의 제조 공정 중에서, TFT 회로에서의 전위차의 발생을 억제할 수 있는 액정표시장치의 제조방법 및 이러한 액정표시장

치를 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명은 상기의 과제를,

특허청구범위의 청구항 1에 기재한 바와 같이,
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절연성 기판 상에의 박막트랜지스터의 제조방법에 있어서,

상기 절연성 기판 상에 제 1 도전형을 갖는 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형을 갖는 제 2 영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2

영역을 연결하는 제 1 가교영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역을 연결하는 제 2 가교영역을 갖는 형상의 폴리실리콘

패턴을 형성하는 공정과,

상기 절연성 기판 상에 상기 폴리실리콘 패턴을 덮도록 절연막을 형성하는 공정과,

상기 절연막 상에 게이트 전극 패턴을, 상기 게이트 전극 패턴이 상기 제 1 가교영역을 덮도록 형성하는 공정과,

상기 제 1 영역에 배선 패턴을 상기 배선 패턴이 상기 제 1 영역에 콘택트하도록 형성하는 공정과,

상기 배선 패턴을 형성하는 공정 후, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터

의 제조방법에 의해,

또는, 특허청구범위의 청구항 2에 기재한 바와 같이,

상기 폴리실리콘 패턴을 형성하는 공정은 상기 제 2 가교영역에 도전성을 부여하는 공정을 더 포함하는 것을 특징으로 하

는 청구항 1에 기재된 박막트랜지스터의 제조방법에 의해,

또는, 특허청구범위의 청구항 3에 기재한 바와 같이,

절연성 기판과,

상기 절연성 기판 상에 형성된, 제 1 도전형의 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형의 제 2 영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2

영역을 접속하는 채널 영역으로 이루어진 폴리실리콘 패턴과,

상기 채널 영역을 덮는 게이트 절연막과,

상기 채널 영역 상에 형성된 게이트 전극 패턴으로 이루어진 박막트랜지스터에 있어서,

상기 폴리실리콘 패턴은, 상기 제 1 영역으로부터 연장되고, 제 1 선단부에 의해 획성된 제 1 연장부와, 상기 제 2 영역으

로부터 연장되고, 제 2 선단부에 의해 획성된 제 2 연장부를 갖는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터에 의해,

또는, 특허청구범위의 청구항 4에 기재한 바와 같이,

제 1 유리기판과,

상기 제 1 유리기판에 대향하도록 간극을 사이에 두고 설치된 제 2 유리기판과,

상기 간극 중에 봉입된 액정층과,

상기 제 1 유리기판의 상기 제 2 유리기판에 대면하는 측의 표면에 형성된 박막트랜지스터로 이루어진 액정표시장치로서,

상기 박막트랜지스터는, 상기 표면 상에 형성된, 제 1 도전형의 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형의 제 2 영역과, 상기 제 1 영

역과 상기 제 2 영역을 접속하는 채널 영역으로 이루어진 폴리실리콘 패턴과,

상기 채널 영역을 덮는 게이트 절연막과,

상기 채널 영역 상에 형성된 게이트 전극 패턴으로 이루어지고,

상기 폴리실리콘 패턴은, 상기 제 1 영역으로부터 연장되고, 제 1 선단부에 의해 획성된 제 1 연장부와, 상기 제 2 영역으

로부터 연장되고, 제 2 선단부에 의해 획성된 제 2 연장부를 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시장치에 의해,
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또는, 특허청구범위의 청구항 5에 기재한 바와 같이,

패널 영역이 획성된 유리기판과,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 상기 패널 영역의 경계를 따라 연속적으로 형성된 도전성의 주변부 단락 링과,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 형성되고, 상기 유리기판 상에 형성된 복수의 박막트랜지스터를 포함하며, 복수

의 접속단자를 구비한 내부회로와,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 형성되고, 각각 상기 복수의 접속단자 중 하나를 상기 주변부 단락 링에 전기적으

로 접속하는 복수의 저항요소로 이루어진 박막트랜지스터 기판에 있어서,

상기 복수의 저항요소의 각각은, 상기 접속단자와 상기 주변부 단락 링 사이에서 본 저항값이 모든 접속단자에서 실질적으

로 일정해지는 것과 같은 값으로 저항값이 설정되어 있는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 기판에 의해, 해결한다.

[작용]

본 발명의 일 특징에 의하면, 액정표시장치의 제조 등에서 절연성 기판 상에 박막트랜지스터를 형성할 때, 상기 박막트랜

지스터의 소스 영역 및 드레인 영역, 이것들을 가교하는 채널 영역을 구성하는 폴리실리콘 패턴에 상기 소스 영역 및 드레

인 영역을 가교하는 가교영역을 더 부가함으로써, 종래로부터 사용되고 있는 주변부 단락 링에서는 해소할 수 없었던 상기

박막트랜지스터 내부에서 생기는 대전의 문제, 또는 전극 형상 및 면적 등의 차이에 기인하는 전위차의 불균일의 문제를

해소하는 것이 가능해진다. 그때, 상기 가교영역을 절단하는 공정을 상기 박막트랜지스터로의 콘택트 홀의 형성 공정과 동

시에 행함으로써, 공정 수의 증가를 회피할 수 있다. 본 발명은 플라즈마 처리를 다용(多用)하는 액티브 매트릭스 구동방식

의 액정표시장치의 제조 공정에서 특히 유용하다.

본 발명의 다른 특징에 의하면, 패널 영역이 획성된 유리기판과, 상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 상기 패널 영역

의 경계에 따라 연속적으로 형성된 도전성의 주변부 단락 링과, 상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 형성된 복수의 박

막트랜지스터를 포함하고 복수의 접속단자를 구비한 내부회로로 이루어진 박막트랜지스터 기판에 있어서, 상기 박막트랜

지스터 기판의 제조 공정 중에서의 상기 내부회로의 시험을 위해, 상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 각각 상기 복수

의 접속단자의 하나를 상기 주변부 단락 링에 전기적으로 접속하도록 형성된 복수의 저항요소의 저항값을 상기 접속단자

와 상기 주변부 단락 링 사이에서 본 저항값이 모든 접속단자에서 실질적으로 일정해지는 것과 같은 값으로 설정함으로써,

상기 내부회로 중에 상기 접속단자와 상기 주변부 단락 링 사이의 저항값의 차이에 기인하여 야기되는 전압차가 해소되고,

상기 내부회로를 구성하는 박막트랜지스터의 정전 파괴 또는 열화의 문제를 해소하는 것이 가능해진다.

[제 1 실시예]

도 6의 a∼d는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 TFT의 제조 공정을 나타낸 도면이다. 이 중에서 도 6b는 도 6a의 구성의 등

가회로도를, 도 6d는 도 6c의 구성의 등가회로도를 나타낸다.

도 6a를 참조하면, 유리 등의 절연성 기판(10) 상에는 소스 영역(11S) 및 드레인 영역(1lD), 이것들을 연결하는 채널 영역

(11C)을 포함하는 폴리실리콘 패턴(11)이 형성되어 있고, 상기 폴리실리콘 패턴(11) 상에는 게이트 산화막(도시 생략)을

사이에 두고 AlNd 등으로 이루어진 게이트 전극 패턴(12G)이 상기 채널 영역(11C)을 덮도록 형성되어 있다. 또한, 상기

소스 영역(11S) 및 드레인 영역(11D)은 상기 게이트 전극 패턴(12G)을 자기정합 마스크에 n형 또는 p형의 불순물에 의해

도핑하고 있다. 또한, 도시한 상태에서는, 상기 폴리실리콘 패턴(11) 및 게이트 전극 패턴(12G)은 절연막(도시 생략)으로

덮이고, 상기 절연막 상에는 상기 소스 영역(11S) 상에 대응하여 소스 전극(12S)이, 상기 드레인 영역(11D) 상에 대응하여

드레인 전극(12D)이 형성되며, 상기 소스 전극(12S) 및 드레인 전극(12D)은 각각 상기 절연막 중에 형성된 콘택트 홀(11s,

11d)을 통하여 상기 소스 영역(11S) 및 드레인 영역(11D)에 콘택트한다. 또한, 상기 절연막(도시 생략) 중에는 상기 게이

트 전극 패턴(12G)을 노출시키는 콘택트 홀(12)이 형성되어 있다.

또한, 도 6a의 구성에서는, 상기 폴리실리콘 패턴(11)은 상기 소스 영역(11S)과 드레인 영역(11D)을 연결하는 패턴(11R)

을 포함하고, 상기 패턴(11R)은 도전성이 부여되어, 도 6b의 등가회로도에 나타낸 바와 같이 상기 소스 영역(11S)과 드레

인 영역(11D)을 단락하는 저항(R)을 형성한다. 상기 패턴(11R)은 상기 소스 영역(11S) 또는 드레인 영역(11D)과 동일한

불순물에 의해, 동일한 도전형으로 도핑하는 것이 가장 적합하다.
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도 6b의 등가회로도에 나타낸 바와 같이, 도 6a의 상태에서는 상기 TFT의 소스 영역(11S)과 드레인 영역(11D)이 상기 패

턴(11R)에 의해 접속되어 있기 때문에, 상기 드레인 전극(12D) 또는 소스 전극(12S)에 접속된 배선 패턴에 플라즈마 처리

에 따른 대전, 또는 안테나 효과 등에 기인하는 전위가 발생하여도, 상기 TFT가 정전 파괴를 발생시키지는 않는다.

또한, 이와 같이 상기 단락 패턴(11R)을 형성함으로써, 상기 드레인 전극(12D) 또는 소스 전극(12S)으로부터 상기 폴리실

리콘 패턴(11)에 전하가 축적되지 않게 되기 때문에, 상기 드레인 영역(11D) 또는 소스 영역(11S)과 게이트 전극 패턴

(12G) 사이에서 게이트 산화막에 큰 전기적 스트레스가 인가되지 않게 되어, 형성되는 TFT의 역치 특성이 변동하는 문제

가 해소된다.

또한, 상기 단락 패턴(11R)을 형성함으로써, 상기 TFT의 제조 공정 시에 외부로부터 전기 쇼크가 인가되어도, TFT가 영

구적 또는 반영구적으로 파괴되지 않게 된다. 또한, 이러한 전기 쇼크에 기인하여 생기기 쉬운 잠재적 결함의 형성도 없어

져, 얻어지는 TFT는 우수한 장기신뢰성을 나타낸다. 또한, 상기 단락 패턴(11R)은 상이한 채널 길이 또는 채널 폭의 TFT

가 상기 절연기판(10) 상에 다수개 형성되는 것과 같은 경우, 이러한 사이즈의 차이에 기인하여 생기는 불균일한 대전 및

이것에 따른 정전 파괴의 문제를 해소하는데 매우 효과적이다.

도 6a 및 도 6b의 공정 후, 도 6c의 공정에서 상기 절연막 중에는 상기 폴리실리콘 패턴(11R)을 노출시키는 개구부(13R)

가 형성되고, 상기 개구부(13R)에서 상기 폴리실리콘 패턴(11R)을 절단함으로써, 도 6d의 등가회로도에 나타낸 바와 같이

상기 소스 영역(11S)과 드레인 영역(11D)의 단락이 해소된다. 이와 같이, 도 6c의 TFT에서는, 상기 소스 영역(11S)으로

부터 연장되어 선단부가 상기 개구부(13R)에 의해 획성된 제 1 폴리실리콘 패턴(11R1)과, 상기 드레인 영역(11D)으로부

터 연장되어 선단부가 상기 개구부(13R)에 의해 획성된 제 2 폴리실리콘 패턴(11R2)이 포함되는 것이 특징적이다.

[제 2 실시예]

도 7a는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 TFT를 사용한 CMOS 회로의 구성을 나타낸 도면이고, 도 7b는 그의 등가회로도이

다. 후술하는 바와 같이, 본 실시예의 CMOS 회로는 액정표시장치의 다양한 구동회로, 예를 들어, 도 4의 신호측 주변회로

(12B) 또는 주사측 주변회로(13B)에 적용 가능하다.

도 7a를 참조하면, 상기 CMOS 회로는 도 1 내지 도 3에서 상술한 TFT 유리기판(1A)에 대응하는 절연기판(20) 상에 형성

되고, 상기 절연기판(20) 상에는 p채널 TFT(p-chTFT) 및 n채널 TFT(n-chTFT)를 구성하는 폴리실리콘 패턴(21)이 형

성되어 있다. 상기 폴리실리콘 패턴(21)은 상기 p채널 TFT의 소스 영역으로 되는 부분(21PS) 및 상기 p채널 TFT의 드레

인 영역으로 되는 부분(21PD), 상기 p채널 TFT의 채널 영역으로 되는 부분(21PC)을 포함하고, 상기 채널 영역(21PC)은

상기 소스 영역(21PS)과 상기 드레인 영역(21PD)을 연결하여 형성되어 있다.

이것과 동일하게, 상기 폴리실리콘 패턴(21)은 상기 n채널 TFT의 소스 영역으로 되는 부분(21NS) 및 상기 n채널 TFT의

드레인 영역으로 되는 부분(21ND)과, 상기 n채널 TFT의 채널 영역으로 되는 부분(21NC)을 포함하고, 상기 채널 영역

(21NC)은 상기 소스 영역(21NS)과 상기 드레인 영역(21ND)을 연결하여 형성되어 있다.

상기 폴리실리콘 패턴(21)은 게이트 산화막(도시 생략)으로 덮이고, 상기 게이트 산화막 상에는 상기 p채널 TFT의 채널

영역(21PC)을 덮는 게이트 전극(22PG) 및 상기 n채널 TFT의 채널 영역(21NC)을 덮는 게이트 전극(22NG)을 갖는 AlNd

게이트 전극 패턴(22G)이 형성된다. 또한, 상기 폴리실리콘 패턴(21) 및 그 위의 게이트 전극 패턴(22G)은 도 7a에는 도시

되어 있지 않은 절연막(23)에 의해 덮이며, 상기 절연막(23) 상에는 상기 소스 영역(21PS)에 대응하여 소스 전극 패턴

(24PS)이 상기 절연막(23) 중에 형성된 콘택트 홀(23PS)을 통하여 상기 소스 영역(21PS)에 콘택트하도록 형성된다. 이것

과 동일하게, 상기 절연막(23) 상에는 상기 소스 영역(21NS)에 대응하여 소스 전극 패턴(24NS)이 상기 절연막(23) 중에

형성된 콘택트 홀(23NS)을 통하여 상기 소스 영역(21NS)에 콘택트하도록 형성된다. 또한, 상기 절연막(23) 상에는 상기

드레인 영역(21PS) 및 소스 영역(21NS)에 대응하여 드레인 전극 패턴(24D)이 상기 절연막(23) 중에 형성된 콘택트 홀

(23PS)을 통하여 상기 드레인 영역(21PD)에 콘택트하도록, 또한, 상기 절연막(23) 중에 형성된 콘택트 홀(23NS)을 통하

여 상기 드레인 영역(21ND)에 콘택트하도록 형성된다. 또한, 상기 절연막(23) 상에는 콘택트 홀(23G)을 통하여 상기 게이

트 전극 패턴(22G)에 콘택트하는 게이트 배선 패턴(24G)이 형성된다.

상기 드레인 전극 패턴(24D)을 마련함으로써 상기 p채널 TFT와 n채널 TFT는 도 7b의 등가회로에 나타낸 바와 같이 직

렬접속되고, CMOS 회로가 형성된다. 다만, 상기 p채널 TFT의 소스 영역(21PS) 및 드레인 영역(21PD)은 상기 게이트 전
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극(21PC)을 자기정합 마스크로 한 이온주입 공정에 의해 p형으로 도핑되는 한편, 상기 n채널 TFT의 소스 영역(21NS) 및

드레인 영역(21ND)은 상기 게이트 전극(21NC)을 자기정합 마스크로 한 이온주입 공정에 의해 n형으로 도핑된다. 또한,

제조 공정과 관련하여 후술하는 바와 같이, 상기 p채널 TFT 및 n채널 TFT는 모두 LDD 구조를 갖고 있다.

도 7a의 상태에서는, 상기 폴리실리콘 패턴(21)은 상기 소스 영역(21PS), 드레인 영역(21PD), 드레인 영역(21ND) 및 소

스 영역(21NS)을 연결하는 단락 패턴(21S)을 포함하고, 상기 단락 패턴(21S) 중에서 상기 소스 영역(21PS)과 드레인 영

역(21PD)을 연결하는 부분(S1)은 상기 소스 영역(21PS) 또는 드레인 영역(21PD)과 동일하게 p형으로 도핑되어 있다. 이

것에 대하여, 상기 단락 패턴(21S) 중에서 상기 소스 영역(21NS)과 드레인 영역(21ND)을 연결하는 부분(S2)은 상기 소스

영역(21NS) 또는 드레인 영역(21ND)과 동일하게 n형으로 도핑되어 있다.

도 7a의 CMOS 회로에서는, 상기 CMOS 회로의 완성 후, 상기 단락 패턴(21)이 상기 절연막(23) 중에 상기 단락 패턴(21)

을 노출시키도록 형성된 개구부(23S)에서 에칭에 의해 제거되고, 상기 소스 영역(21PS), 드레인 영역(21PD), 드레인 영역

(21ND) 및 소스 영역(21NS)의 단락이 해제된다.

도 8a∼도 9k는 도 7a 및 도 7b의 TFT-CMOS 회로의 제조 공정을 나타낸 도면이다. 다만, 도 8a∼도 9k는 도 7a 중의 라

인 A-A'에 따른 단면도를 나타낸다.

도 8a를 참조하면, 상기 유리기판(20)은, 예를 들어, 코닝 #1737 등의 유리판으로 이루어지고, 상기 기판(20) 상에는 표면

의 세정을 행한 후, SiO2막(도시 생략)이 150∼300㎚, 바람직하게는 약 200㎚의 두께로 플라즈마 CVD법에 의해 퇴적된

다. 또한, 상기 SiO2막 상에 SiN막을 동일하게 플라즈마 CVD법에 의해 약 50㎚의 두께로 퇴적한 후, 비정질 Si막(210a)을

PCVD법에 의해 전형적으로는 20∼100㎚, 바람직하게는 40∼50㎚의 두께로 일정하게 퇴적한다.

또한, 도 8b의 공정에 있어서, 상기 기판(20)을 N2 분위기 중, 약 450℃의 온도에서 1시간 열처리하고, 상기 비정질 Si막

(210a) 중의 H(수소)를 제거한 후, 파장이 308㎚인 엑시머 레이저를 상기 비정질 Si막(21Oa)에 300∼40O mJ/㎠, 바람직

하게는 320∼350 mJ/㎠의 에너지 밀도로 조사하여, 상기 비정질 Si막(210)을 결정화한다. 결정화의 결과, 상기 비정질 Si

막(210a)은 폴리실리콘막(210p)으로 변환된다. 또한, 상기 비정질 Si막(210a) 중의 H의 함유량이 1% 이하로 적을 경우에

는, 상기 N2 분위기 중에서의 열처리는 생략할 수도 있다.

다음으로, 도 8c의 공정에 있어서, 상기 폴리실리콘막(210)을 RIE법에 의해 패터닝하여, 도 7a에서 설명한 폴리실리콘 패

턴(21)을 형성한다. 상술한 바와 같이, 상기 폴리실리콘 패턴(21)은 단락 패턴(21S)을 포함하고 있다.

또한, 도 8d의 공정에서 도 8c의 구조 상에 SiO2막(212)을 플라즈마 CVD법에 의해, 상기 폴리실리콘 패턴(21)을 덮도록

100∼150㎚, 바람직하게는 약 120㎚의 두께로 게이트 산화막으로서 퇴적하며, 그 위에 AlNd 합금으로 이루어진 게이트

전극층(22)을 스퍼터링에 의해 300∼400㎚, 바람직하게는 약 350㎚의 두께로 퇴적한다.

다음으로, 도 8e의 공정에서 상기 게이트 전극층(22)을 레지스트 마스크를 사용한 습식 에칭에 의해 패터닝하여 상기 p채

널 TFT의 영역에 게이트 전극 패턴(22PG)을, 상기 n채널 TFT의 영역에 게이트 전극 패턴(22NG)을 형성한다. 또한, 상

기 레지스트 마스크를 남긴 상태에서 상기 게이트 산화막(212)을 CHF3를 사용한 건식 에칭에 의해 패터닝하여, 상기 게이

트 전극 패턴(22PG, 22NG)에 대응하여 게이트 산화막 패턴(212G)을 상기 p채널 TFT 영역 및 n채널 TFT 영역에 형성한

다. 도 8e의 공정에서는, 상기 게이트 산화막 패턴(212G)의 패터닝 후, 상기 레지스트 패턴을 남긴 상태에서 상기 게이트

전극 패턴(22PG, 22NG)을 습식 에칭에 의해 측면 에칭하고, 상기 게이트 전극 패턴(22PG, 22NG)의 크기를 상기 게이트

산화막 패턴(212G)의 크기보다도 다소 축소시킨다. 그 결과, 상기 게이트 산화막 패턴(212G)은 상기 게이트 전극 패턴

(22PG, 22NG)의 측벽면보다도 0.5∼1.5㎛ 정도, 바람직하게는 약 0.8㎛ 정도 측방으로 돌출된다.

다음으로, 도 8f의 공정에서 상기 레지스트 마스크를 제거하고, 도 8e의 구조 상에 RF 방전 또는 DC 방전을 이온원으로

한 플라즈마 도핑 장치를 사용하여, 1∼5%의 PH3 희석 가스 중에서 P+의 도핑을 상기 폴리실리콘 패턴(21)의 전면(全面)

에 대하여 행한다. 그때, 제 1 회째의 도핑을 가속전압 10keV 하에서 5 ×1014 내지 1 ×1015 ㎝-2 정도의 도스량으로 행

하고, 이어서 제 2 회째의 도핑을 가속전압 70keV, 도스량 5 ×1012 내지 5 ×1013 ㎝-2 정도의 조건에서 행함으로써, 상

기 폴리실리콘 패턴(21) 상에 LDD 구조를 갖는 n채널 TFT가 상기 폴리실리콘 패턴(21)의 p채널 TFT 영역 및 n채널

TFT 영역의 양쪽에 형성된다. 이것에 따라, 상기 폴리실리콘 패턴(21) 중에서 상기 게이트 전극 패턴(22NG)의 양쪽에
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n+형의 소스 영역(21NS) 및 드레인 영역(21ND)이 형성된다. 또한, 도 8f로부터 알 수 있듯이, 상기 소스 영역(21NS) 또는

드레인 영역(21ND)과 상기 채널 영역(21NC) 사이에는 n-형 LDD 영역이 형성된다. 또한, 상기 이온주입 공정에 의해, 도

8e의 상태에서는 상기 폴리실리콘 단락 패턴(21)은 일정하게 n+형으로 도핑된다.

다음으로, 도 8g의 공정에 있어서, 상기 n채널 TFT의 형성 영역 및 상기 폴리실리콘 단락 패턴(21S) 중에서 n+형 영역을

덮도록 레지스트 패턴(RG)을 형성하고, 상기 폴리실리콘 패턴(21) 중에서 상기 레지스트 패턴(RG)으로 보호되어 있지 않

은 부분에 B+의 이온주입을 상기의 경우와 동일한 2단계로 실행하며, 상기 게이트 전극 패턴(22PG)의 양쪽에 p-형의

LDD 영역에 의해 사이가 떨어져, 상기 p+형의 소스 영역(21PS) 및 p+형의 드레인 영역(21PD)이 형성된다. 또한, 상기

B+의 이온주입에 의해, 상기 폴리실리콘 단락 패턴(21S) 중에서 상기 레지스트 패턴(RG)으로 보호되어 있지 않은 부분

(21S1)이 p+형으로 도핑된다. 상기 B+의 이온주입도 RF 방전 또는 DC 방전을 이온원으로 한 플라즈마 도핑 장치를 사용

하여, 예를 들어, 1∼5%의 B2H6 희석 가스 중에서 1회째의 가속전압을 10keV, 도스량을 1 ×1014 내지 5 ×1015 ㎝-2로

설정하고, 2회째의 가속전압을 6OkeV, 도스량을 1 ×1013 내지 1 ×1014 ㎝-2 정도로 설정하여 실행된다. 실제의 제조 공

정에서는, 도 8g의 이온주입 공정의 후, 도 8g의 구조에는 엑시머 레이저 또는 할로겐 램프를 사용한 열처리 공정이 실행

되고, 그 결과, 상기 도 8f 또는 도 8g의 공정에서 도입된 P 또는 B가 상기 폴리실리콘 패턴(21) 중에서 활성화된다. 이러

한 이온주입 공정 및 열처리 공정의 결과, 상기 소스 영역(21NS, 21PS), 상기 드레인 영역(21ND, 21PD), 상기 p+형 또는

n+형의 단락 패턴 부분(21S1, 21S2)의 시트 저항은 5㏀/□ 이하, 바람직하게는 1㏀/□ 이하로 설정된다. 한편, 상기 n-형

또는 p-형의 LDD 영역의 시트 저항은 1 ×104 내지 5 ×106 Ω/□ 정도, 바람직하게는 5 ×104 내지 1 ×106 Ω/□ 정도로

설정된다.

다음으로, 도 9h의 공정에 있어서, 상기 도 8g의 구조 상에 SiN으로 이루어진 층간절연막(23)이 플라즈마 CVD법에 의해

300∼600㎚, 바람직하게는 약 400㎚의 두께로 퇴적되고, 이것을 통상의 포토리소그래피 공정과 CF4 및 SF6를 사용한

RIE 공정에 의해 패터닝함으로써, 상기 SiN막(23) 중에 도 7a에서 상술한 콘택트 홀(23PS, 23PD, 23ND, 23NS)을 형성

한다. 또한, 도 9h의 단면도에는 도시되지 않지만, 상기 콘택트 홀(23PG, 23NG)도 동시에 형성된다.

도 9h의 공정에서는, 상기 콘택트 홀(23PS, 23PD) 등과 동시에, 상기 SiN막(23) 중에 상기 개구부(23S)가 형성되고, 상기

개구부(23S)에서 상기 단락 패턴(21S)이 노출된다.

다음으로, 도 9i의 공정에서 도 9h의 구조 상에, 전형적으로는 200㎚의 두께의 Al층을 100㎚의 두께의 Ti층에 의해 끼운

구성의 도전막(24)이 상기 콘택트 홀(23PS, 23PD, 23ND, 23NS)을 메우도록, 또한, 상기 개구부(23S)를 메우도록 스퍼터

링에 의해 형성되며, 도 9j의 공정에서 상기 도전막(24)을 레지스트 패턴을 사용한 염소계 에칭 가스에 의한 RIE 공정에 의

해 패터닝하여, 도 7a에 나타낸 소스 전극(24PS, 24NS) 및 공통 드레인 전극(24D), 게이트 배선 패턴(24G)이 형성된다.

도 9j의 포토리소그래피 공정에서는, 상기 개구부(23S)에서도 상기 도전막(24)이 제거되어, 상기 폴리실리콘 단락 패턴

(21S)이 노출된다. 또한, 상기 레지스트 패턴을 남긴 상태에서 상기 폴리실리콘 단락 패턴(21S)을 RIE법에 의해 건식 에칭

함으로써, 상기 개구부(23S)에서 상기 폴리실리콘 단락 패턴(21S)이 분단된다.

다음으로, 도 9k의 공정에 있어서, 도 9j의 구조 상에 300∼500㎚, 바람직하게는 약 350㎚의 두께의 SiN으로 이루어진 절

연막(25)을 형성하여, 원하는 TFT-CMOS 회로가 완성된다.

상기 TFT-CMOS 회로가 액정표시장치의 구동회로일 경우에는, 이후의 공정에서, 상기 절연막(25) 상에 다음 실시예에서

설명하는 화소전극 형성 공정을 행한다.

[제 3 실시예]

다음으로, 본 발명의 제 3 실시예에 의한 액정표시장치의 제조방법을 도 10 및 도 11a 내지 도 12g를 참조하면서 설명한

다. 다만, 도 10은 제조 도중의 TFT 기판의 평면도를 나타낸다.
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도 10을 참조하면, 도 1의 TFT 유리기판(1A)에 상당하는 상기 TFT 유리기판(40) 상에는 상기 화소 TFT(11)를 구성하

는 폴리실리콘 패턴(41)과, 주변회로 TFT(31)를 구성하는 폴리실리콘 패턴(61)이 형성되어 있고, 상기 폴리실리콘 패턴

(41)은 n+형으로 도핑된 소스 영역(41S)과, 상기와 동일하게 n+형으로 도핑된 드레인 영역(41D)과, 상기 소스 영역(41S)

과 드레인 영역(41D)을 서로 연결하는 채널 영역(41C)을 포함하고 있다. 즉, 상기 화소 TFT(11)는 n채널형 TFT이다.

이것과 동일하게, 상기 폴리실리콘 패턴(61)은 n+형으로 도핑된 소스 영역(61S)과, 상기와 동일하게 n+형으로 도핑된 드

레인 영역(61D)과, 상기 소스 영역(61S)과 드레인 영역(61D)을 서로 연결하는 채널 영역(61C)을 포함하고, 상기 주변회

로, 예를 들어, 도 4의 신호측 주변회로(12B)를 구성하는 n채널 TFT의 일부를 형성한다.

상기 폴리실리콘 패턴(41, 61)은 상기 유리기판(40) 상에 형성된 게이트 산화막에 42(도 10의 평면도에는 도시하지 않음)

로 덮이고, 상기 게이트 산화막 상에는 상기 채널 영역(41C)을 덮도록 게이트 전극(43G)이, 상기 채널 영역(61C)을 덮도

록 게이트 전극(63G)이 형성된다. 또한, 상기 게이트 전극(43G, 63G) 및 폴리실리콘 패턴(41, 61)은 층간절연막(44)(도

10의 평면도에는 도시하지 않음)에 의해 덮이고, 상기 층간절연막(44) 상에는 상기 소스 영역(41S)에 대응하여 소스 전극

(45S)이, 상기 드레인 영역(41D)에 대응하여 드레인 전극(45D)이, 상기 소스 영역(61S)에 대응하여 소스 전극(65S)이, 상

기 드레인 영역(61D)에 대응하여 드레인 전극(65D)이 각각 상기 층간절연막(44) 중에 형성된 콘택트 홀(44S, 44D, 64S,

64D)을 통하여 대응하는 소스 영역(41S, 61S) 또는 드레인 영역(41D, 61D)에 콘택트하도록 형성된다. 또한, 상기 층간절

연막(44) 상에는 게이트 배선 패턴(45G)이 상기 게이트 전극(43G)에 대응하여, 게이트 전극 패턴(65G)이 상기 게이트 전

극(65G)에 대응하여 각각 상기 층간절연막(44) 중에 형성된 콘택트 홀(44G, 64G)을 통하여 콘택트하도록 형성된다.

또한, 도시한 상태에서는, 상기 드레인 영역(41D), 소스 영역(41S), 드레인 영역(61D), 소스 영역(61S)이 상기 유리기판

(40) 상에 형성된 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)에 의해 단락되어 있고, 그 결과, 상기 층간절연막(44)의 퇴적 공정, 또는 상

기 절연막 중으로의 콘택트 홀(44S, 64S, 44D, 64D, 44G, 64G)의 패터닝 공정, 상기 전극 패턴(45S, 65D, 45D, 65D,

45G, 65G)의 패터닝 공정에서 플라즈마 처리를 행하여도, 상기 TFT(11)와 TFT(31) 사이 및 TFT(11) 또는 TFT(31)의

내부에 전위차가 생기지는 않는다.

본 실시예에서는, 이 상태에서, 즉, 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)을 남긴 상태에서, 상기 소스 전극(45S, 65S), 드레인

전극(45D, 65D), 게이트 배선 패턴(45G, 65G)을 덮도록 다음 층간절연막(46)(도 10의 평면도에는 도시하지 않음)을 형성

하며, 상기 다음 층간절연막(46) 상에 상기 TFT(11)의 드레인 영역(41D)에 콘택트하도록 투명 화소전극을 형성하나, 그

때에 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)이 도 10에 나타낸 상기 층간절연막(46) 중에 형성된 개구부(46A)에서 제거되고,

이것에 의해 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)에 의한 단락이 해소된다.

도 11a 내지 도 12g는 상기 본 발명의 제 3 실시예에 의한 액정표시장치의 제조 공정을 나타낸 도 10 중의 라인 A-A'에 따

른 단면도이다.

도 11a를 참조하면, 상기 폴리실리콘 패턴(41)은 상기 TFT(11, 31)의 형성 후, 플라즈마 CVD법에 의해 형성된 300∼600

㎚, 바람직하게는 약 400㎚의 두께의 SiN 층간절연막(44)에 의해 덮이고, 도 11b의 공정에 있어서, 상기 층간절연막(44)

중에 상기 소스 영역(41S, 61S) 및 드레인 영역(41D, 61D)을 각각 노출시키는 콘택트 홀(44S, 64S, 44D, 64D)이 형성된

다. 상기 콘택트 홀의 형성 공정에서는, 동시에 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)을 노출시키는 개구부(44A)가 형성된다.

또한, 상기 TFT(11, 31)는, 설명은 생략하지만, 앞의 실시예에서 설명한 TFT와 동일하게 LDD 구조를 갖고 있다.

다음으로, 도 11c의 공정에 있어서, 상기 층간절연막(44) 상에는 상기 콘택트 홀(44S, 64S, 44D, 64D) 및 상기 개구부

(44A)를 메우도록 Ti/A1/Ti 적층 구조를 갖는 도체막(45)이 스퍼터링에 의해 퇴적되고, 도 11d의 공정에서 상기 도체막

(45)을, 전형적으로는 CF4와 SF6와 O2의 혼합 가스를 에칭 가스로서 사용한 RIE법에 의해 패터닝함으로써, 상기 층간절

연막(44) 상에 상기 소스 전극(45S, 65S) 및 드레인 전극(45D, 65D)이 형성된다. 도 11c 및 도 11d의 단면도에서는, 엄밀

하게는 상기 게이트 콘택트 홀(44G, 64G)은 상기 A-A' 단면 상에는 포함되지 않지만, 편의상 이것들도 나타내고 있다. 상

기 도전막(45)의 패터닝 결과, 상기 콘택트 홀(44G, 64G) 상에는 게이트 배선 패턴(45G, 65G)이 형성된다.

도 11d의 공정에서는, 상기 도전막(45)의 패터닝 시에, 상기 개구부(44A)에서도 상기 도전막(45)이 제거되고, 그 결과, 상

기 개구부(44A)에서는 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)이 노출된다. 다만, 본 실시예에서는 앞의 실시예와 달리, 도 11d의 단

계에서는 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)은 분단되지 않는다.
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다음으로, 도 12e의 공정에 있어서, 도 11d의 구조 상에 SiN 층간절연막(46)이 플라즈마 CVD법에 의해 300∼500㎚, 바

람직하게는 350㎚의 두께로 퇴적되며, 이와 같이 하여 형성된 층간절연막(46) 중에 상기 개구부(44A)를 노출시키는 개구

부(46A) 및 상기 드레인 전극(45D)을 노출시키는 콘택트 홀(46B)이 형성된다. 본 실시예에서는, 상기 개구부(46A)를 형

성하는 공정에서, 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)이 상기 개구부(44A)에서 분단되고, 그 결과, 상기 폴리실리콘 단락

패턴(41SC)은 상기 주변회로 TFT(31)로부터 연장되어 상기 개구부(44A)에 의해 선단이 획성된 폴리실리콘 패턴(41SC1)

과, 상기 화소 TFT(11)로부터 연장되어 상기 개구부(44A)에 의해 선단이 획성된 폴리실리콘 패턴(41SC2)으로 분할된다.

본 실시예에서는, 도 12e의 공정에서 상기 층간절연막(46)을 플라즈마 CVD법에 의해 퇴적할 때까지는, 상기 TFT(31)와

TFT(11)가 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)에 의해 전기적으로 절연되어 있기 때문에, 다양한 플라즈마 처리에 따라,

내부전하가 야기되어도 상기 TFT(31, 11)가 정전 파괴될 우려는 없다.

또한, 도 12f의 공정에서, 상기 층간절연막(46) 상에는 상기 콘택트 홀(46B)에서 상기 드레인 전극(45D)에 콘택트하도록

ITO(In2O3·SnO2)로 이루어진 투명 화소전극(47)이 형성되며, 도 12g의 공정에서, 상기 층간절연막(46) 상에 상기 투명

화소전극(47)을 덮도록 분자배향막(48)이 스핀 코팅에 의해 형성된다.

상술한 바와 같이, 본 실시예에서는 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)의 절단이 상기 층간절연막(46)의 형성 공정의 후에

서 실행되기 때문에, 상기 층간절연막(46)을 플라즈마 CVD법에 의해 형성하여도, 상기 TFT(11, 31)가 정전 파괴될 우려

는 없다.

[제 4 실시예]

도 13의 a∼c는 본 발명의 제 4 실시예에 의한 액정표시장치의 제조 공정을 나타낸다. 다만, 도 13a는 앞의 실시예의 도

11d의 공정에 이어지는 공정이고, 도 12e의 공정에 대응한다. 도면 중에서 상술한 부분에는 동일한 참조부호를 첨부하여,

설명을 생략한다.

도 13a를 참조하면, 본 실시예에서는 상기 층간절연막(46)에 개구부(46A)를 건식 에칭을 사용한 RIE법에 의해 형성할 때,

상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)이 제거되지 않는 것과 같은 조건 하에서 건식 에칭을 실행한다. 그 결과, 상기 개구부

(46A) 중에 노출된 개구부(44A)에서는 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)이 노출된다.

다음으로, 도 12f에 대응하는 도 13b의 공정에서 상기 층간절연막(46) 상에 투명 화소전극(47)을 ITO층의 플라즈마 CVD

법에 의한 퇴적 및 RIE법에 의한 패터닝에 의해 형성하고, 이어서 도 12g에 대응하는 도 13c의 공정에서 상기 개구부

(44A)에서 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)을 분단한다. 또한, 분단의 후, 상기 층간절연막(46) 상에 상기 투명 화소전극

(47)을 덮도록 분자배향막(48)이 형성된다.

본 실시예의 공정에서는, 도 13c의 공정에서 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)을 분단하기 위해, 앞의 실시예에 대하여

추가의 공정이 필요하게 되나, 상기 분단이 투명 화소전극(47)의 뒤에서 실행되기 때문에, 액정표시장치의 제조 공정 중에

상기 TFT(11, 31)가 정전 파괴될 위험을 실질적으로 제거할 수 있다.

[제 5 실시예]

앞의 실시예에서는, 상기 액정표시장치의 제조 시에, 화소 TFT(11)와 주변회로 TFT(31)를 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)

에 의해 접속함으로써, TFT의 파괴를 회피했으나, 도 14에 나타낸 바와 같이 표시영역 중의 화소 TFT(11)의 각각에 폴리

실리콘 단락 패턴을 형성하는 것도 가능하다. 다만, 도 14 중에서 상술한 부분에는 동일한 참조부호를 첨부하여, 설명을 생

략한다.

도 14를 참조하면, 액정표시장치의 표시영역 중에 배열된 TFT(11)의 각각은 n+형 또는 p+형의 소스 영역(41S)과, 이것과

동일한 도전형을 갖는 드레인 영역(41D)을 단락하는 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)을 갖는다. 상기 폴리실리콘 단락 패턴

(41SC)은 개구부(44A) 및 그것을 노출시키는 개구부(46A)에 의해 노출되고, 도 12e에 대응하는 투명 화소전극(47)을 위

한 콘택트 홀을 층간절연막(46) 중에 형성하는 공정의 후, 또는 상기 투명 화소전극(47)의 패터닝 후에서 분단된다. 특히,

상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)의 분단을 대면적을 갖는 투명 화소전극(47)의 패터닝 후에서 행함으로써, RIE법을 사용
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한 상기 패터닝 시에 안테나 효과에 의해 큰 전위차가 상기 소스 영역(41S)과 드레인 영역(41D) 사이에 야기되어도, 이러

한 전위차는 상기 폴리실리콘 단락 패턴(41SC)에 의해 즉시 해소되기 때문에, 상기 TFT(11)에 정전 파괴가 생기지는 않

는다.

[제 6 실시예]

이하, 본 발명을 액정표시장치의 TFT 기판에 적용시킨 다른 예를 설명한다.

도 15는 앞의 도 4에 대응한 본 발명의 제 6 실시예에 의한 액정표시장치의 TFT 기판의 구성을 나타낸다. 도 15 중에서

상술한 부분에는 동일한 참조부호를 첨부하여, 설명을 생략한다.

도 15를 참조하면, 상기 TFT 기판(1A) 상의 표시영역은 복수의 영역 (1A)1 내지 (1A)10으로 분할되어 있는 한편, 상기 신

호측 주변회로(12B)는 상기 TFT 유리기판(1A)에 대하여 외부 부착되는 구성을 갖고, 상기 복수의 영역 (1A)1 내지 (1A)

10에 대응한 단수(段數)의 시프트 레지스터(121)와, 상기 시프트 레지스터(121 )의 각 단의 출력 신호가 공급되는 버퍼 회

로(122)와, 상기 복수의 영역 (1A)1 내지 (1A)10의 각각에서 신호선(12)의 선택을 행하는 선택회로(123)를 포함한다. 상기

시프트 레지스터(121)의 각 단의 출력은 상기 TFT 기판(1A) 상에 설치되어 상기 각각의 신호선(12)에 접속된 TFT-

CMOS 회로로 이루어진 아날로그 스위치 회로(124)에 공급되고, 상기 아날로그 스위치 회로(124)는 상기 선택회로(123)로

부터의 선택 신호에 따라, 상기 시프트 레지스터(121)의 출력 신호를 각 영역 (1A)1 내지 (1A)10 마다 선택된 신호선(12)

에 공급한다.

또한, 도 15의 구성에서는, 상기 주사측 주변회로(13B)는 상기 TFT 기판(1A) 상에 형성되어 있다.

도 16은 도 15의 주사측 주변회로(13B)의 구성을 나타낸다.

도 16을 참조하면, 상기 주사측 주변회로(13B)는 p채널 TFT와 n채널 TFT를 조합한 쌍방향 스위치부(131)와, D형 플립

플롭 및 NAND 게이트에 인버터를 조합한 시프트 레지스터부(132)와, NAND 게이트로 이루어진 멀티플렉서부(133)와, 인

버터로 이루어진 출력 버퍼 회로(134)로 구성되나, 상기 쌍방향 스위치부(131)를 구성하는 p채널 TFT 및 n채널 TFT에

는, 소스 영역과 드레인 영역을 단락하도록 앞의 폴리실리콘 단락 패턴(21S, 41SC)에 상당하는 내부 단락 패턴이 형성되

어 있다.

도 17은 도 16 중의 D형 플립플롭의 구성을 나타낸다.

도 17을 참조하면, 상기 D형 플립플롭은 앞의 실시예에서 설명한 바와 같은 TFT-CMOS 회로를 포함하고, 이것들 CMOS

회로를 구성하는 TFT에는 상기 폴리실리콘 단락 패턴(21S, 41SC)과 동일한 소스 드레인 사이를 단락하는 단락 패턴이 형

성되어 있다.

도 18은 도 16 중의 출력 버퍼부(134)의 일부를 나타낸다.

도 18을 참조하면, 상기 출력 버퍼부(134)도 앞의 실시예에서 설명한 바와 같은 TFT-CMOS 회로로 구성되어 있으나, 상

기 CMOS 회로를 구성하는 TFT의 소스 드레인 사이에는 상기 폴리실리콘 단락 패턴(21S, 41SC)과 동일한 단락 패턴이

형성되어 있다.

또한, 도 19는 도 16 중의 NAND 회로의 구성을 나타낸다.

도 19를 참조하면, 상기 NAND 회로를 구성하는 p채널 TFT 또는 n채널 TFT의 소스 드레인 사이에는 앞의 폴리실리콘

단락 패턴(21S, 41SC)과 동일한 단락 패턴이 형성되어 있다.

도 20은 도 15의 아날로그 스위치 회로(124)의 구성을 나타낸다.
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도 20을 참조하면, 상기 아날로그 스위치 회로(124)를 구성하는 p채널 TFT 또는 n채널 TFT의 소스 드레인 사이에는 앞

의 폴리실리콘 단락 패턴(21S, 41SC)과 동일한 단락 패턴이 형성되어 있다.

또한, 도 21은 도 4의 구성에 대응하는 메모리 셀의 구성을 나타낸다.

도 21을 참조하면, 화소 TFT의 소스 드레인 사이에는 앞의 폴리실리콘 단락 패턴(21S, 41SC)과 동일한 단락 패턴이 형성

되어 있다.

도 16 내지 도 21의 구성에서는, 상기 단락 패턴은 앞의 실시예에서 설명한 바와 같이, TFT로의 배선 패턴이 형성되는 동

시에, 또는 그 후에 제거된다.

[제 7 실시예]

그런데, 도 5a 내지 도 5c에서도 상술했으나, 액정표시장치의 제조 공정에서는, 종래로부터 제조 중의 TFT 기판의 시험이

가능하도록, 각각의 접속 패드(12A, 13A)와 주변부 단락 링(15S) 사이에 저항요소(r0)를 삽입하는 것이 실행되고 있다. 그

러나, 이러한 구성에서는, 상술한 바와 같이, 상기 접속 패드(12A, 13A)에 접속되어 있는 내부저항에 차가 있을 경우, 접속

패드마다 전위차가 생기고, 그 결과, 상기 접속 패드에 접속되어 있는 내부회로를 구성하는 TFT가 정전 파괴될 우려가 있

다.

그래서, 본 실시예에서는 도 22에 나타낸 바와 같이, 상기 접속 패드(12A, 13A)를 상기 주변부 단락 링(15S)에 접속하는

저항요소의 저항값을 상기 접속 패드(12A, 13A)에 접속되는 내부회로의 내부저항 값에 따라 변화시키고, 도 23에 나타낸

바와 같이 상기 접속 패드(12A, 13A)에서의 외관의 저항(Ris) 값을 일정하게 조정한다.

도 23을 참조하면, 상기 접속 패드(12A, 13A)에 접속되는 내부회로의 내부저항의 값을 rin(i)(i=1, 2, 3, …)로 한 경우, 상

기 외관의 저항(Ris) 값은,

Ris = ri ×rin(i) / [ri + rin(i)]

로 주어진다. 다만, ri는 상기 접속 패드(12A, 13A)와 상기 주변부 단락 링(15S) 사이에 삽입된 저항요소의 저항값을 나타

낸다. 본 실시예에서는 상기 Ris의 값을 각 접속 패드에 공통의 값으로 설정한다.

도 24는 상기 도 23의 구성의 구체적인 예를 나타낸다.

도 24를 참조하면, 콘택트 패드(12A1)와 주변부 단락 링(15S) 사이에는 저항값이 r1인 저항요소가 삽입되나, 상기 콘택트

패드(12A1)가 접속되는 내부회로는 큰 입력 임피던스 rin(1)(rin(1)〉r1)을 갖기 때문에, 상기 콘택트 패드(12A)에서의 외

관의 저항값(Ris)의 값은 실질적으로 상기 r1의 값에 동등해진다(Ris=r 1).

이것에 대하여, 상기 콘택트 패드(12A2)와 콘택트 패드(12A3) 사이의 내부저항(r23)의 값은 상기 rin(1)의 값보다도 실질

적으로 낮기 때문에, 상기 콘택트 패드(12A2, 12A3)에서의 외관의 저항값(R2S, R3S)은,

R2S = r2 ×rin(2) / [r2 + rin(2)]

R3S = r3 ×rin(3) / [r3 + rin(3)]

로 주어진다. 다만, rin(2) = r23 + r3, rin(3) = r23 + r2이다. 그래서, 본 실시예에서는 상기 R2S 및 R3S의 값이 상기 Ris의

값과 동일해지도록, 상기 저항요소 r2 및 r3의 저항값을 설정한다.

도 25는 이러한 최적의 저항요소 r2 및 r3의 저항값의 설정의 예를 나타낸다.
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도 25 중에서 ●은 R2S = R3S = Ris(=1.0 ×105 Ω)의 조건을 만족하는 최적의 저항요소 r2 및 r3의 값을 상기 내부저항 r23

의 함수로서 나타낸다. 이것에 대하여, ?는 도 5의 경우에 대응하며, 상기 저항요소 r1, r2, r3가 동일한 값을 갖는 종래의

경우를 나타낸다.

도 25를 참조하면, 상기 내부저항 r23의 값이 크면, 본 실시예와 종래기술과의 불일치는 근소하지만, 상기 내부저항 r23의

값이 감소하면, 불일치는 증대한다. 액정표시장치와 같이 TFT-CMOS 회로를 사용한 장치에서는, 상기의 불일치의 문제

는 심각해지나, 본 실시예는 이러한 문제를 효과적으로 해결할 수 있다.

[제 8 실시예]

도 26은 본 발명의 제 8 실시예에 의한 도 22의 구성에서의 저항요소 r1 내지 rn의 구성예를 나타낸다.

도 26을 참조하면, 각각의 저항요소는 상기 주변부 단락 링(15S)에 접속된 도전성 폴리실리콘 패턴(rp1, rp2, rp3, …)으로

이루어지고, 상기 폴리실리콘 패턴(rp1)은 길이가 L1, 폭이 W1을 갖는다. 이것과 동일하게, 상기 폴리실리콘 패턴(rp2)은

길이가 L2, 폭이 W2, 또한, 상기 폴리실리콘 패턴(rp3 )은 길이가 L3, 폭이 W3를 갖는다.

도시한 예에서는, 상기 주변부 단락 링(15S)과 상기 콘택트 패드(12A1∼12A3)의 위치관계로부터, 상기 길이 L1, L2, L3 는

공통으로 설정되어 있으나, 상기 폭 W1, W2, W3의 값은 각 패턴에 의해 변화되고 있다. 본 실시예에서는 상기 폭 W1, W2,

W3를 각 폴리실리콘 패턴(rp1∼rp3)이 앞의 도 25의 관계를 만족하도록 설정한다.

[제 9 실시예]

도 27a는 본 발명의 제 9 실시예에 의한 상기 저항요소(r1∼rn)의 구성을 나타낸다.

도 27a를 참조하면, 상기 저항요소(r1)는 방향을 서로 반대로 하여 병렬접속된 다이오드(D1a, Dlb)로 이루어지고, 상기와

동일하게 상기 저항요소(r2)는 방향을 서로 반대로 하여 병렬접속된 다이오드(D2a, D2b)로 이루어진다. 또한, 상기 저항요

소(r3)는 방향을 서로 반대로 하여 병렬접속된 다이오드(D3a, D3b)로 이루어지나, 본 실시예에서는 도 25에서 설명한 저항

값 r1, r2, r3의 설정을 도 28a 및 도 28b에 나타낸 바와 같은 구성에 의해 실현시킨다.

도 28b의 등가회로도로부터 알 수 있듯이, 도 28a의 구성은 다이오드 접속된 2개의 게이트 길이가 L인 TFTl 및 TFT2를

병렬로 접속한 구성을 갖고, TFT1과 TFT2에서 채널 폭 W1 및 W2를 변화시킴으로써, 원하는 저항값의 설정을 실현시킨

다.

도 27b는 도 27a의 구성의 일 변형예이고, 접속되는 TFT 다이오드의 단수를 변화시킴으로써 원하는 저항값의 설정을 실

현시킨다.

[제 10 실시예]

도 29a 및 도 29b는 본 발명의 제 10 실시예에 의한 상기 저항요소(r1∼rn)의 구성을 나타낸다.

도 29b의 등가회로도를 참조하면, 본 실시예에서는 상기 저항요소를 다이오드의 직렬접속에 의해 실현시키고 있고, 도

29a에 나타낸 바와 같이, 모두 다이오드 접속된 n채널 TFT와 p채널 TFT를 직렬로 접속한 구성을 갖는다. 이러한 구성에

서는, TFT의 역치 전압의 변동에 따른 다이오드 특성의 변동을 효과적으로 보상할 수 있다.

또한, 상기 저항요소(r1∼rn)로서, 도 30에 나타낸 멀티플 게이트 구조의 TFT를 다이오드 접속하여 사용하는 것도 가능하

다.
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이상, 본 발명의 바람직한 실시예에 대해서 설명했으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것이 아니라, 특허청구의범

위에 기재한 요지 내에서 다양한 변형 및 변경이 가능하다.

[부기]

본 발명은 다음과 같이 요약된다.

(1) 절연성 기판 상으로의 박막트랜지스터의 제조방법에 있어서,

상기 절연성 기판 상에 제 1 도전형을 갖는 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형을 갖는 제 2 영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2

영역을 연결하는 제 1 가교영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역을 연결하는 제 2 가교영역을 갖는 형상의 폴리실리콘

패턴을 형성하는 공정과,

상기 절연성 기판 상에 상기 폴리실리콘 패턴을 덮도록 절연막을 형성하는 공정과,

상기 절연막 상에 게이트 전극 패턴을 상기 게이트 전극 패턴이 상기 제 1 가교영역을 덮도록 형성하는 공정과,

상기 제 1 영역에 배선 패턴을 상기 배선 패턴이 상기 제 1 영역에 콘택트하도록 형성하는 공정과,

상기 배선 패턴을 형성하는 공정의 후, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스

터의 제조방법.

(2) 상기 폴리실리콘 패턴을 형성하는 공정은, 상기 제 2 가교영역에 도전성을 부여하는 공정을 더 포함하는 것을 특징으

로 하는 상기 (1)에 기재된 박막트랜지스터의 제조방법.

(3) 상기 폴리실리콘 패턴을 형성하는 공정은 상기 제 1 및 제 2 영역에 상기 제 1 도전형을 부여하는 공정을 포함하고, 상

기 제 2 가교영역에 도전성을 부여하는 공정은 상기 제 1 및 제 2 영역에 상기 제 1 도전형을 부여하는 공정과 동시에 실행

되는 것을 특징으로 하는 상기 (2)에 기재된 박막트랜지스터의 제조방법.

(4) 또한, 상기 게이트 전극 패턴을 형성하는 공정의 후, 상기 배선 패턴을 형성하는 공정보다도 전에, 상기 절연성 기판 상

에 상기 게이트 전극 패턴을 덮도록 절연막을 퇴적하는 공정과, 상기 절연막 중에 상기 제 2 가교영역을 노출시키는 개구

부를 형성하는 공정을 포함하고, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정은 상기 개구부에서 상기 제 2 가교영역을 제거하는

공정으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 상기 (1) 내지 (3) 중의 어느 하나에 기재된 박막트랜지스터의 제조방법.

(5) 상기 배선 패턴을 형성하는 공정은 상기 절연막 상에 상기 배선 패턴이 형성되도록 실행되며, 상기 배선 패턴을 형성하

는 공정의 후, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정보다도 전에, 상기 절연막 상에 다른 절연막을 상기 다른 절연막이 상기

배선 패턴을 덮도록 퇴적하는 공정과, 상기 다른 절연막 중에 상기 개구부를 노출시키도록 다른 개구부를 형성하는 공정을

포함하고, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정은 상기 다른 개구부에 의해 노출된 상기 개구부에서 상기 제 2 가교영역을

제거하는 공정으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 상기 (4)에 기재된 박막트랜지스터의 제조방법.

(6) 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정은 상기 다른 개구부를 형성하는 공정과 실질적으로 동시에 실행되는 것을 특징으

로 하는 상기 (5)에 기재된 박막트랜지스터의 제조방법.

(7) 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정은 상기 다른 절연막 중에 상기 배선 패턴을 노출시키는 콘택트 홀을 형성하는 공

정의 후에 실행되는 것을 특징으로 하는 상기 (5)에 기재된 박막트랜지스터의 제조방법.

(8) 유리기판 상에 형성된 박막트랜지스터를 갖는 액정표시장치의 제조방법에 있어서,

상기 유리기판 상에 제 1 도전형을 갖는 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형을 갖는 제 2 영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영

역을 연결하는 제 1 가교영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역을 연결하는 제 2 가교영역을 갖는 형상의 폴리실리콘 패

턴을 형성하는 공정과,

상기 유리기판 상에 상기 폴리실리콘 패턴을 덮도록 절연막을 형성하는 공정과,
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상기 절연막 상에 게이트 전극 패턴을 상기 게이트 전극 패턴이 상기 제 1 가교영역을 덮도록 형성하는 공정과,

상기 제 1 영역에 배선 패턴을 상기 배선 패턴이 상기 제 1 영역에 콘택트하도록 형성하는 공정과,

상기 배선 패턴을 형성하는 공정의 후, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치

의 제조방법.

(9) 상기 폴리실리콘 패턴을 형성하는 공정은 상기 제 2 가교영역에 도전성을 부여하는 공정을 더 포함하는 것을 특징으로

하는 상기 (8)에 기재된 액정표시장치의 제조방법.

(10) 상기 폴리실리콘 패턴을 형성하는 공정은 상기 제 1 및 제 2 영역에 상기 제 1 도전형을 부여하는 공정을 포함하고,

상기 제 2 가교영역에 도전성을 부여하는 공정은 상기 제 1 및 제 2 영역에 상기 제 1 도전형을 부여하는 공정과 동시에 실

행되는 것을 특징으로 하는 상기 (9)에 기재된 액정표시장치의 제조방법.

(11) 또한, 상기 게이트 전극 패턴을 형성하는 공정의 후, 상기 배선 패턴을 형성하는 공정보다도 전에, 상기 절연성 기판

상에 상기 게이트 전극 패턴을 덮도록 절연막을 퇴적하는 공정과, 상기 절연막 중에 상기 제 2 가교영역을 노출시키는 개

구부를 형성하는 공정을 포함하고, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정은 상기 개구부에서 상기 제 2 가교영역을 제거하

는 공정으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 상기 (8) 내지 (10) 중의 어느 하나에 기재된 액정표시장치의 제조방법.

(12) 상기 배선 패턴을 형성하는 공정은 상기 절연막 상에 상기 배선 패턴이 형성되도록 실행되며, 상기 배선 패턴을 형성

하는 공정의 후, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정보다도 전에, 상기 절연막 상에 다른 절연막을 상기 다른 절연막이 상

기 배선 패턴을 덮도록 퇴적하는 공정과, 상기 다른 절연막 중에 상기 개구부를 노출시키도록 다른 개구부를 형성하는 공

정을 포함하고, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정은 상기 다른 개구부에 의해 노출된 상기 개구부에서 상기 제 2 가교영

역을 제거하는 공정으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 상기 (11)에 기재된 액정표시장치의 제조방법.

(13) 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정은 상기 다른 개구부를 형성하는 공정과 실질적으로 동시에 실행되는 것을 특징

으로 하는 상기 (12)에 기재된 액정표시장치의 제조방법.

(14) 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정은 상기 다른 절연막 중에 상기 배선 패턴을 노출시키는 콘택트 홀을 형성하는 공

정의 후에 실행되는 것을 특징으로 하는 상기 (12)에 기재된 액정표시장치의 제조방법.

(15) 절연성 기판과,

상기 절연성 기판 상에 형성된 제 1 도전형의 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형의 제 2 영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영

역을 접속하는 채널 영역으로 이루어진 폴리실리콘 패턴과,

상기 채널 영역을 덮는 게이트 절연막과,

상기 채널 영역 상에 형성된 게이트 전극 패턴으로 이루어진 박막트랜지스터에 있어서,

상기 폴리실리콘 패턴은, 상기 제 1 영역으로부터 연장되고, 제 1 선단부에 의해 획성된 제 1 연장부와, 상기 제 2 영역으

로부터 연장되고, 제 2 선단부에 의해 획성된 제 2 연장부를 갖는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터.

(16) 상기 제 1 및 제 2 연장부는 동일한 도전형을 갖는 것을 특징으로 하는 상기 (15)에 기재된 박막트랜지스터.

(17) 상기 박막트랜지스터는 상기 절연성 기판 상에 상기 폴리실리콘 패턴 및 상기 게이트 전극 패턴을 덮도록 형성된 절

연막을 더 갖고, 상기 절연막 중에는 상기 제 1 연장부 및 상기 제 2 연장부의 사이에 대응하여, 상기 제 1 선단부 및 상기

제 2 선단부에 의해 획성된 개구부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 상기 (15) 또는 (16)에 기재된 박막트랜지스터.

(18) 제 1 유리기판과,

상기 제 1 유리기판에 대향하도록 간극을 사이에 두고 설치된 제 2 유리기판과,
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상기 간극 중에 봉입된 액정층과,

상기 제 1 유리기판의 상기 제 2 유리기판에 대면하는 측의 표면에 형성된 박막트랜지스터로 이루어진 액정표시장치로서,

상기 박막트랜지스터는 상기 표면 상에 형성된 제 1 도전형의 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형의 제 2 영역과, 상기 제 1 영

역과 상기 제 2 영역을 접속하는 채널 영역으로 이루어진 폴리실리콘 패턴과,

상기 채널 영역을 덮는 게이트 절연막과,

상기 채널 영역 상에 형성된 게이트 전극 패턴으로 이루어지고,

상기 폴리실리콘 패턴은, 상기 제 1 영역으로부터 연장되고, 제 1 선단부에 의해 획성된 제 1 연장부와, 상기 제 2 영역으

로부터 연장되고, 제 2 선단부에 의해 획성된 제 2 연장부를 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

(19) 상기 제 1 및 제 2 연장부는 동일한 도전형을 갖는 것을 특징으로 하는 상기 (18)에 기재된 액정표시장치.

(20) 상기 박막트랜지스터는 상기 표면 상에 상기 폴리실리콘 패턴 및 상기 게이트 전극 패턴을 덮도록 형성된 절연막을

갖고, 상기 절연막 중에는 상기 제 1 연장부 및 상기 제 2 연장부의 사이에 대응하여, 상기 제 1 선단부 및 상기 제 2 선단

부에 의해 획성된 개구부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 상기 (18) 또는 (19)에 기재된 액정표시장치.

(21) 상기 절연막 중에는 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역과 상기 게이트 전극 패턴을 각각 노출시키는 제 1, 제 2, 제 3 콘

택트 홀이 형성되어 있고, 상기 절연막 상에는 상기 제 1, 제 2, 제 3 콘택트 홀에서 상기 제 1 영역, 상기 제 2 영역, 상기

게이트 전극 패턴과 전기적으로 접속되는 제 1 배선 패턴, 제 2 배선 패턴, 제 3 배선 패턴이 각각 형성되어 있으며,

상기 액정표시장치는 상기 절연막 상에 상기 제 1, 제 2, 제 3 배선 패턴을 덮도록 형성된 다른 절연막과, 상기 다른 절연막

상에 형성된 화소전극과, 상기 다른 절연막 상에 상기 화소전극을 덮도록 형성되어, 상기 액정층과 접촉하는 분자배향막을

구비하고, 상기 화소전극은 상기 다른 절연막 중에 형성된 콘택트 홀을 통하여 상기 제 1 배선 패턴에 접속되어 있으며, 상

기 분자배향막은 상기 다른 절연막 중에 상기 개구부를 노출시키도록 형성된 다른 개구부를 통하여 상기 개구부를 충전하

는 것을 특징으로 하는 상기 (20)에 기재된 액정표시장치.

(22) 패널 영역이 획성된 유리기판과,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 상기 패널 영역의 경계에 따라 연속적으로 형성된 도전성의 주변부 단락 링과,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 형성되고, 상기 유리기판 상에 형성된 복수의 박막트랜지스터를 포함하며, 복수

의 접속단자를 구비한 내부회로와,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 형성되고, 각각 상기 복수의 접속단자의 하나를 상기 주변부 단락 링에 전기적으

로 접속하는 복수의 저항요소로 이루어진 박막트랜지스터 기판에 있어서,

상기 복수의 저항요소의 각각은, 상기 접속단자와 상기 주변부 단락 링 사이에서 본 저항값이 모든 접속단자에서 실질적으

로 일정해지는 것과 같은 값으로 저항값이 설정되어 있는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 기판.

발명의 효과

특허청구범위의 청구항 1∼4에 기재된 본 발명의 특징에 따르면, 액정표시장치의 제조 등에서 절연성 기판 상에 박막트랜

지스터를 형성할 때, 상기 박막트랜지스터의 소스 영역 및 드레인 영역, 이것들을 가교하는 채널 영역을 구성하는 폴리실

리콘 패턴에 상기 소스 영역 및 드레인 영역을 가교하는 가교영역을 부가함으로써, 종래로부터 사용되고 있는 주변부 단락

링에서는 해소할 수 없었던 상기 박막트랜지스터 내부에서 생기는 대전의 문제, 또는 전극 형상 및 면적 등의 차이에 기인

하는 전위차의 불균일의 문제를 해소하는 것이 가능해진다. 그때, 상기 가교영역을 절단하는 공정을 상기 박막트랜지스터

로의 콘택트 홀의 형성 공정과 동시에 행함으로써, 공정 수의 증가를 회피할 수 있다. 본 발명은 플라즈마 처리를 다용하는

액티브 매트릭스 구동방식의 액정표시장치의 제조 공정에서 특히 유용하다.
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특허청구범위의 청구항 5에 기재된 본 발명의 특징에 따르면, 패널 영역이 획성된 유리기판과, 상기 유리기판 상의 상기

패널 영역 중에 상기 패널 영역의 경계에 따라 연속적으로 형성된 도전성의 주변부 단락 링과, 상기 유리기판 상의 상기 패

널 영역 중에 형성된 복수의 박막트랜지스터를 포함하고, 복수의 접속단자를 구비한 내부회로로 이루어진 박막트랜지스터

기판에 있어서, 상기 박막트랜지스터 기판의 제조 공정 중에서의 상기 내부회로의 시험을 위해, 상기 유리기판 상의 상기

패널 영역 중에 각각 상기 복수의 접속단자의 하나를 상기 주변부 단락 링에 전기적으로 접속하도록 형성된 복수의 저항요

소의 저항값을 상기 접속단자와 상기 주변부 단락 링 사이에서 본 저항값이 모든 접속단자에서 실질적으로 일정해지는 것

과 같은 값으로 설정함으로써, 상기 내부회로 중에 상기 접속단자와 상기 주변부 단락 링 사이의 저항값의 차이에 기인하

여 야기되는 전압차가 해소되어, 상기 내부회로를 구성하는 박막트랜지스터의 정전 파괴, 또는 열화의 문제를 해소하는 것

이 가능해진다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

절연성 기판 상에의 박막트랜지스터의 제조방법에 있어서,

상기 절연성 기판 상에 제 1 도전형을 갖는 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형을 갖는 제 2 영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2

영역을 연결하는 제 1 가교영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2 영역을 연결하는 제 2 가교영역을 갖는 형상의 폴리실리콘

패턴을 형성하는 공정과,

상기 절연성 기판 상에 상기 폴리실리콘 패턴을 덮도록 절연막을 형성하는 공정과,

상기 절연막 상에 게이트 전극 패턴을, 상기 게이트 전극 패턴이 상기 제 1 가교영역을 덮도록 형성하는 공정과,

상기 제 1 영역에 배선 패턴을 상기 배선 패턴이 상기 제 1 영역에 콘택트하도록 형성하는 공정과,

상기 배선 패턴을 형성하는 공정 후, 상기 제 2 가교영역을 절단하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터

의 제조방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 폴리실리콘 패턴을 형성하는 공정은 상기 제 2 가교영역에 도전성을 부여하는 공정을 더 포함하는 것을 특징으로 하

는 박막트랜지스터의 제조방법.

청구항 3.

절연성 기판과,

상기 절연성 기판 상에 형성된, 제 1 도전형의 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형의 제 2 영역과, 상기 제 1 영역과 상기 제 2

영역을 접속하는 채널 영역으로 이루어진 폴리실리콘 패턴과,

상기 채널 영역을 덮는 게이트 절연막과,

상기 채널 영역 상에 형성된 게이트 전극 패턴으로 이루어진 박막트랜지스터에 있어서,

상기 폴리실리콘 패턴은, 상기 제 1 영역으로부터 연장되고, 제 1 선단부에 의해 획성된 제 1 연장부와, 상기 제 2 영역으

로부터 연장되고, 제 2 선단부에 의해 획성된 제 2 연장부를 갖는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터.
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청구항 4.

제 1 유리기판과,

상기 제 1 유리기판에 대향하도록 간극을 사이에 두고 설치된 제 2 유리기판과,

상기 간극 중에 봉입된 액정층과,

상기 제 1 유리기판의 상기 제 2 유리기판에 대면하는 측의 표면에 형성된 박막트랜지스터로 이루어진 액정표시장치로서,

상기 박막트랜지스터는 상기 표면 상에 형성된, 제 1 도전형의 제 1 영역과, 상기 제 1 도전형의 제 2 영역과, 상기 제 1 영

역과 상기 제 2 영역을 접속하는 채널 영역으로 이루어진 폴리실리콘 패턴과,

상기 채널 영역을 덮는 게이트 절연막과,

상기 채널 영역 상에 형성된 게이트 전극 패턴으로 이루어지고,

상기 폴리실리콘 패턴은, 상기 제 1 영역으로부터 연장되고, 제 1 선단부에 의해 획성된 제 1 연장부와, 상기 제 2 영역으

로부터 연장되고, 제 2 선단부에 의해 획성된 제 2 연장부를 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.

패널 영역이 획성된 유리기판과,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 상기 패널 영역의 경계를 따라 연속적으로 형성된 도전성의 주변부 단락 링과,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 형성되고, 상기 유리기판 상에 형성된 복수의 박막트랜지스터를 포함하며, 복수

의 접속단자를 구비한 내부회로와,

상기 유리기판 상의 상기 패널 영역 중에 형성되고, 각각 상기 복수의 접속단자 중 하나를 상기 주변부 단락 링에 전기적으

로 접속하는 복수의 저항요소로 이루어진 박막트랜지스터 기판에 있어서,

상기 복수의 저항요소의 각각은, 상기 접속단자와 상기 주변부 단락 링 사이에서 본 저항값이 모든 접속단자에서 실질적으

로 일정해지는 것과 같은 값으로 저항값이 설정되어 있는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 기판.
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本发明的一个目的是当TFT形成在玻璃基板上时消除TFT内部的静电荷，
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